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L. HOZER: Wptyw CoO i MnzOzna własności elektryczne tworzywa warystorowego na 
bazie ZnO 

W pracy op isano badania w łasnośc i elektrycznych - współczynnika n ie l in iowośc i a 
i napięcia c h a r a k t e r y s t y c z n e g o - t w o r z y w w a r y s t o r o w y c h na bazie ZnO o zmiennej za-
war tośc i doda tków CoO i MnjOa. Wynik i są dysku towane w oparc iu o analizę procesu 
tworzen ia się barier potenc ja łu na gran icach ziarn ZnO. 

S. Ł A B U Z . W . PROSZAK, J. ŻMIJA: Oddziaływanie pro mieni U\/z kryształami związl<ów 
glicyny 

W pracy tej p rzedstawiono wyn ik i badań absorpc j i p rom ien iowan ia nadf io le towego 
w kryształach TGS, TGSe, DGSAS i DGSeASe. W oparc iu o wyznaczoną krawędź abso-
rpcj i wy l iczono szerokość pasma wzb ron ionego badanych kryszta łów. Usta lono, że 
krawędź absorpc j i związana jest z prze jśc iami między o rb i ta lami mo leku la rnymi g rup 
S = 0 i S e = 0. 

S. P\E1H\JSZK0. Amorficzny krzem w mikroelektronice 

Artykuł o m a w i a osiągnięcia w dziedzinie fizyki i techno log i i amor f icznego krzemu. 
Przedyskutowano zalety tego mater ia łu z punktu widzenia jego p o d s t a w o w y c h właś-
c iwośc i f izycznych i zastosowań. Przedstawiono stan obecny i perspektywy rozwoju 
c ienkowars twowych przyrządów e lek t ronowych takich jak przetworn ik i fo towol ta iczne, 
t ranzystory c ienkowars twowe, układy logiczne, przetworn ik i obrazu, fo todetektory 
i inne. 
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L. HOZER : Influence of CoO and MniO^on electrical properties of metal oxidevaristors 
Electrical proper l ies (non lmear i ty coeff ic ient and breakdown vol tage) of meta l ox ide 
var is tors w i t h di f ferent content of CoO and MnsO, are invest igated. Results are discus-
sed on the basis of an analysis of potent ia l barr iers creat ion process on the ZnO grain 
boundary . 

S. ŁABUZ, W. PROSZAK, J. ŻMIJA : The interaction of UV radiation to glycin familly 
crystals 

Ult rav io le t absorp t ion of TGS, TGSe, OGSAS and DGSeASe, crystals has been investi-
gated. Basing on absorp t ion adges the gape bands of these crystals are calculated. It 
has been es t imated that absorp t ion edge is canected to pass between molecular states 
in S = 0 and Se = 0 groups. 

S. PIETRUSZKO: Amorphous silicon in microelectronics 

Deve lopments in physics and techno logy of a m o r p h o u s si l icon are reviewed. First, 
s o m e un ique advantages of th is mater ia l are discussed f r o m the point of v iew of its 
basic physical p roper l ies and its techno log ica l appl icat ions. The present status and fu-
tu re prospects of a m o r p h o u s s i l icon th in f i lm devices, such as solar cells, th in f i lm 
t rans is tors , logic c ircui ts, image sensors, fo todetectors and others are discussed. 
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n. X03EP: BnuHHue C o O u W\r\202Ha3neKmpu^ecKue ceoûcmec MemannooKCUÔHbix 
eapucmopoe 

B p a ö o i e p a c C M O i p e H b i a n e K T p i / m e C K n e C B O i í i c T B a (K03cj3ct3nuMeHT H e n n H e í Í H O C T M m H a -

npa>KeHne n a s a p u c i o p e ) MeiannooKCHflHbix eapuciopoB c paanuHHbiMn coAep>KaH-
H M M C o O M M n s O a . 

P e a y n b T a T b i o 6 c y > K A a n M C b , o n n p u c b n a a H a n n 3 n p o q e c c a B O s H U K H H B e H U H n O T e H u n a -

nbHoro ö a p b e p a H a rpaHnue a e p n a okucm uuHKa. 

C . r i A B V S , B . D P O L I A K , tO. > K M H f l : íloenouteHue ynbinpaipuonemoeoeo usny^eHUß 
KpucmannoMu coeduHeHuü enuuuHbi 

B CTaibe npeACTasneHO peaynbTaibi ncnbiTaHMíí nornoLueHn« ynTpa4)noneTOBoro H3-
nuHeHMH KpucTannaMH TGS, TGSe, DGSAS m DGSeASe, Ha ocHOse onpeAeneHnn 
rpaHM nornoLueHUH sbiHUcneHO oinpuHy BOcnpeLueHHOM n o n o c b i b ncnbiibiBaeMbix 
KpucTannax. ycTaHOBneno, hto rpaHh aôcopÔMnn CBfl3aHa c nepexoAOM M e > K A y Mone-
KynapHbiMM opßnTaMM rpynn S = 0 u Se = 0. 

C . r i E T P y LI K O : AMopcpHbiú KpeMHUû e MUKpooneKmpoHUKe 

B paôOTe npeACTasneHbi nocneAHne AOCTM>KeHMR b o ö n a c i n c|dh3mkm h lexHonornivt 
aMopcjDHoro KpetWHnfl. 
06cy>KAeHbi KanecTsa STOro Maiepuana c tohkh apeHnn ero 4)H3MMecKnx cboííctb 
n npuMeHGHnii. 
O c o ô o r o BHMMaHUfl yAeneHO BonpocaM pasBUTna lOHKonneHOHHbix 'jneKipoHHbix 
npnôopoB, 8 TOM H u c n e conneHHbix ó a i a p e í i , TpaHSHCTopoB, npeoôpasoBaieneM 
M306pa>KeHHiŹ| H 4)0T0AeTeKT0p0B, 
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W P Ł Y W P A R A M E T R Ó W KRYSTALIZACJI NA W Y S T Ę P O W A N I E DEFEKTÓW 
TYPU SWIRL W M O N O K R Y S Z T A Ł A C H KRZEMU O T R Z Y M Y W A N Y C H 
METODA BEZTYGLOWEGO TOPIENIA STREFOWEGO 

W makroskopowo bezdyslokacyjnych monokryształach krzemu otrzymywanych 
metodą beztyglowego topienia strefowego (F Z) obserwuje się skupiska defekt ów punk-
towych zwanych defektami typu swirl. W pracy dokonano przeglądu aktualnego stanu 
wiedzy o defektach punktowych w Si i scharakteryzowano defekty typu swirl oraz do-
tychczasowe modele ich tworzenia się, jak również opracowano metody ujawniania 
tych defektów. 

Zbadano wp ływ wybranych parametrów wzrostu, takich jak szybkość krystalizacji, 
szybkość obrotowa kryształu, osiowe gradienty temperatury w krysztale oraz atmosfer 
ochronnych - na tworzenie się i rozkład defektów swir l w krzemie F Z. Stwierdzono wy-
stępowanie nowej odmiany mikrodefektów będących formą przejściową pomiędzy de-
fektami B D (znanymi z literatury) i nazwano ją D'. 

Na podstawie tych badań i danych l i teraturowych zaproponowano nową modyfi-
kację modelowego opisu tworzenia się tych defektów, wktóre j defekty A uznano za mi-
kropętle dyslokacyjne utworzone z atomów międzywęzłowych krzemu, zaś defekty B, D, 
D' za skupiska wakansów. 

Opracowany model dał podstawę do zaproponowania i wdrożenia do produkcji 
dwu metod wzrostu monokryształów krzemu F Z wolnych od defektów typu swirl. 

38 

http://rcin.org.pl



INFORMACJA DLA AUTORÓW 

Redakcja MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH uprzejmie prosi Au to rów o prze-
strzeganie podanych niżej wskazówek: 

1. Objętości ar tykułów nie powinny przekraczać 15 stron maszynopisu łącznie z ry-
sunkami i tabelami. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach fo rmatu A4, jedno-
st ronnie z interl inią (co drugi wiersz), z marg inesem 3,5 cm z lewej strony. Na arku-
szu nie pow inno być więcej niż 31 wierszy po 65 znaków. Wszystkie strony powinny 
być numerowane. 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umiesz-
czone rysunki i tabele. 

4. Wszystkie tabele (zestawienia (unikaćzbyt dużych) należy wykonywać osobno, nie 
w maszynopisie całego artykułu, w 2 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach 
i numerować kolejno. U góry każdej tabeli podać tytuł objaśniający. 

5. Artykuły należy nadsyłać w 2 egzemplarzach; powinny być dołączone krótkie stre-
szczenia w języku polskim, rosyjskim i angielskim również w 2 egzemplarzach, prze-
t łumaczony także tytu ł artykułu. 

6. Wzory należy numerować kolejno cy f rami arabskimi w nawiasach okrągłych. 
7. Rysunki powinny być nadesłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, leczzalą-

czone oddzielnie w usztywnione j kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty na-
pisów pod rysunkami należy sporządzać oddzielnie (niezależnie od tekstu artyku-
łów) w 2 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać na przezroczystej kalce tu-
szem. 

8. Fotografie pow inny być ostre i wykonane na b ia łym błyszczącym papierze fotogra-
f icznym. Numery fotograf i i i powiększenie należy podawać na odwroc ie - ołów-
kiem. Numeracją należy objąć rysunki i fotograf ie łącznie. W przypadku gdy istot-
ne jest rozmieszczenie fotograf i i , zamieszczenie dodatkowych wskaźników lub ska-
li - pros imy o sporządzenie makiety (niezależnie od fotograf i i do reprodukcji). 

9. Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz l i teratury, wymien ia jąc kolejno nazwi-
sko autora i pierwsze l i tery im ion , pełny ty tu ł dzieła, ty tu ł czasopisma, numer tomu 
i zeszytu, miejsce wydan ia i rok, ewentua lny numer strony. Pozycje wykazu litera-
tury w inny być numerowane, w tekście powołan ia na numer pozycj i w nawiasach 
kwadratowych, np [ i ] , 

10. S łownic two techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości 
we wzorach muszą byćzgodne z te rmino log ią przyjętą przez Polskie Normy i Mię-
dzynarodowy Układ Miar (SI). 

11. Maszynopis pow in ien być bezwarunkowo przejrzany i czy tan ie poprawiony przez 
Autora. Nazwy fonetyczne użytych liter greckich lub innych oznaczeń należy poda-
wać o łówk iem na l e w y m marginesie, 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania d robnych zmian redakcyjnych, 
niezbędnych skrótów, korekty styl istycznej itp. 
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13. Fakt nadesłania pracy do wyd rukowan ia w „Mate r ia łach Elekt ronicznych" uważany 
jest za równoznaczny z oświadczen iem Autora , że praca nie była drukowana 
ani wys łana do drukowania w żadnym innym czasopiśmie k ra jowym lub za-
granicznym. 

14. Maszynopis artykułu należy zaopatrzyć pe łnym im ien iem i nazwiskiem Autora oraz 
nazwą i adresem instytucj i . W oddzie lnej notatce p ros imy o podawan ie ty tu łu nau-
kowego lub zawodowego oraz adresu d o m o w e g o Autora (celem przesłania hono-
rar ium). W wypadku ar tykułu op racowanego przez zespół A u t o r ó w p ros imy o po-
danie procentowego udziału autorskiego. Bez tych danych hono ra r i um będzie 
dzielone na równe części. 
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